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Desenvolvimento de Modelo Elétrico para Acoplamento do Ruido RTN

O RTN (Random Telegraph Noise) € um dos efeitos mais significativos e
limitantes da confiabilidade e desempenho de dispositivos microeletrénicos, sendo o
seu estudo e entendimento cruciais para o desenvolvimento de tecnologias com um
potencial imenso, como a computacdo neuromorfica e a construcdo de memdrias
resistivas. O RTN é descrito pela literatura como uma variagdo brusca de corrente,
sendo caracterizado pela sua amplitude. Uma armadilha de RTN, isto €, um defeito
responsavel pela absorcdo ou emisséo de portadores de carga, é caracterizada por
dois niveis de corrente, o de amplitude mais alta, em que ela é dita ativa, e o de
amplitude mais baixa, a inativa. As armadilhas sdo comumente vistas como
independentes umas das outras, sendo a sobreposicdo de diferentes estados de
RTN vista simplesmente como a soma das correntes de cada defeito. O trabalho
desenvolvido se propds a investigar o acoplamento entre essas diferentes
armadilhas, tendo a variacdo de corrente referente a ativagdo de uma armadilha
amplitude diferente dependendo do estado das outras. O modelo levantado para
descrever o acoplamento observado é de uma cadeia resistiva, em que cada
armadilha é representada por uma resisténcia, sendo a variacdo de estado
representada pela mudanca dessa resisténcia. Sendo assim, o acoplamento entre
as armadilhas pode seguir o modelo paralelo, em que as resisténcias
representativas estdo sob a mesma tensédo, e o em série, em que as resisténcias
estdo no mesmo ramo. A validacdo do modelo foi feita através da realizacdo de
medidas no LCE (Laboratério de Caracterizacdo Elétrica da UFRGS), em placas de
metal-isolante-metal funcionando como memristores, tanto no estado de baixa
resisténcia quanto no estado de alta resisténcia. O célculo da cadeia resistiva foi
possivel através de um processo numérico, apresentando mdultiplas solu¢des, com
erro insignificativo, tanto para o modelo paralelo quanto para o série.
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